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１．概要（Summary） 

次世代半導体デバイス候補の一つとしてグラフェンの

センサ応用を検討している。グラフェンのセンサ応用のた

めにはデバイス作成後のグラフェン表面清浄度制御が重

要である。本研究では、バイオセンサ応用を狙うグラフェ

ン FET デバイスを作成し、各プロセス後におけるグラフェ

ン膜表面の形状を観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置、マスク

アライナー、12 連電子銃型蒸着装置、多目的ドライエッ

チング装置、ウエハ RTA装置、原子間力顕微鏡 

【実験方法】 

単層 グ ラ フ ェ ン は 高温 CVD(Chemical vapor 

deposition)により成膜され SiO2 基板上に転写された

4inch ウエハを使用した。NIMS微細加工 PFを利用し、

アニール、フォトリソグラフィ、酸素ドライエッチングにより

転写したグラフェンを 30 µm×30 µm に加工し、電子ビ

ーム描画、金属蒸着、リフトオフによりグラフェン上に金属

引き出し電極を形成した。原子間力顕微鏡を用いて、各

工程におけるグラフェン膜表面の形状を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各工程におけるグラフェン膜表面の AFM像を Fig. 1

（i）～（iv）に示す。まずプロセス前のグラフェン表面では

大きな異物は確認できない（Fig.1 (i)）のに対し、アニー

リング後は数 10 nm 径程度の異物を確認した（Fig. 1 

(ii)）。その後のグラフェンエッチング後（Fig. 1 (iii)）、電

極形成後（Fig.1 (iv)）には異物の密度が減少していた。

おそらくアニーリング工程において異物が一度付着し、

その後の工程での表面洗浄において異物が除去されて

きたと考えられる。最終的には比較的異物が少ない表面

となっており、良好な電気特性を期待できる。今後は電気

特性評価を行い、本プロセスで試作したデバイスの評価

を進めていく。 
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本成果は、内閣府（管理法人：ＮＥＤＯ）の委託事業

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／フィ

ジカル空間デジタルデータ処理基盤」の結果、得られた
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吉田様には技術相談から技術支援・代行まで多大なる支

援を頂き感謝申し上げます。 
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Fig. 1 AFM images for graphene surface (i) before 

processing, (ii) after annealing, (iii) after 

graphene etching and (iv) after interconnect 

formation. 


